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　【はじめに】ワイドギャップ半導体であるGaNや ZnOに磁性元素を添加した磁性半導体におい

て，高いキュリー温度を示すことが報告されており，半導体スピントロニクス材料として期待さ

れている．中でもGaNをベースに希土類元素 (RE)を添加した半導体は f-f 遷移による発光など光

学的特性にも特徴があり，デバイス応用の面で非常に大きな利点を持った物質である．REをGaN

に添加した場合，一般に，3価イオン (RE3+)となりGaサイトを置換すると考えられている．Gd3+

のように 4f準位を半占有した電子配置 (4f7)はエネルギー的に安定となるため，Smや Euでは 2

価イオン，Tbでは 4価イオンとなり，ホスト半導体の伝導帯下端近傍もしくは価電子帯上端近傍

に準位を形成する可能性がある．その場合，キャリアによってREの持つ局在磁気モーメントを制

御することができると期待される．そこで，本研究では Tbをとりあげ，GaTbN薄膜結晶成長と

その構造，ならびに光学的・磁気的特性の評価を行ったので報告する．

　【実験と結果】分子線エピタキシー（MBE）法によって，GaNに磁性元素として Tbを添加し

た試料を作製した．基板にはMOCVD法で作製した u-GaNのテンプレートを使用して結晶成長を

行った．基板温度 700℃で最初にGaN buffer層を 10分間成長させ，その上に Tbを添加したGaN

を 60分間成長させた．さらにその上に酸化防止膜としてGaN cap層を 1分間成長させた．

　 Fig 1に TbNモル分率 xの異なるサンプルA, B, CのX線回折（XRD）測定の結果を示す．サン

プル A, B, C全てのサンプルについてGaN(0002)面回折ピークの低角側にGaTbN(0002)からの回

折ピークが現れている．この回折ピークより TbがGaサイトを置換していることがわかり，適切

に結晶成長が行えていると判断できる．この回折ピークはサンプル Aから Cのように Tbのセル

温度を上げるに従って，この回折ピークがより低角側にシフトしていくことが確認できた．Fig 2

に超伝導量子干渉素子磁力計によって測定した，サンプル Bにおける 5Kと 30Kでの磁化曲線を

示す．5Kおよび 30Kにおいてはヒステリシスが観測されたが，300Kにおいてはほとんど観測さ

れなくなった．磁化の温度依存性の測定から，今回作製した TbNモル分率の試料では，300Kで

は常磁性成分が支配的であると考えられる．

Fig 1: XRD profiles of samples A, B, and C. Fig 2: M-H curves of sample B at 5K and 30K.
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